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ანოტაციაანოტაციაანოტაციაანოტაცია. შექმნილია რადიაციულად მდგრადი მასალები. ნაჩვენებია, რომ InAs-

InP (ასევე InAs-GaAs) მყარი ხსნარების ნახევარგამტარული 

ჰეტეროსტრუქტურების ბაზაზე შესაძლებელია რადიაციულად მდგრადი და 

მაღალეფექტური ჰოლის გარდამქმნელების შექმნა მაგნიტური ველების 

მონიტორინგისთვის  დიდ ჰადრონულ კოლაიდერზე (LHC) და სხვა ბირვულ 

ცენტრებში. 

InAsInAsInAsInAs-InP ნახევარგამტარული მყარი ხსნარები წარმოადგენენ 

ოპტოელექტრონიკასა და მიკროელექტრონიკაში გამოსაყენებლად მნიშვნელოვან 

მასალებს.  მეორეს მხრივ, აღნიშნული მყარი ხსნარების ბაზაზე შესაძლებელია 

რადიაციულად მდგრადი მასალების და მათ საფუძველზე ხელსაწყოების  შექმნა. 

ეს კი  მათი გამოყენების შესაძლებლობას იძლევა ბირთვულ რეაქტორებზე, 

ატომურ ელექტროსადგურებზე, ამაჩქარებლებზე,  აეროკოსმოსში და სხვა 

ექსტრემალურ პირობებში.   დღეისათვის უკვე წარმოიშვა რადიაციის დიდი 

დოზებისადმი მდგრადი მასალების შექმნის აუცილებლობა და ინტერესს იწვევს 

მაგნიტური გამზომი გარდამქმნელების შექმნა, მათ შორის დიდ ჰადრონულ 

კოლაიდერზე, ტოკამაკებში და სხვაგან  გამოსაყენებლად. ლიტერატურაში 

ნაჩვენებია შრომები, რომლებიც ეძღვნება  რადიაციული მდგრადობის 

გაუმჯობესებას, თუმცა განსაკუთრებით მცირეა მონაცემები  მძლავრი ნაკადებით   

დასხივების და მაღალ ენერგეტიკული ნაწილაკების გავლენის შესახებ. ჩვენს მიერ 

დამუშავებულია ახალი ტექნოლოგია და შექმნილია ეფექტური რადიაციულად-



2 

 

მდგრადი მასალები.  ჩატარებული კვლევების და მეთოდოლოგიის ნაწილი 

წარმოდგენილია მოხსენებაში. 
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